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1．研究の背景 

 赤外線は可視光線で得られない情報をもたら

すため，そのイメージャが研究されてきたが，材

質に制約があった．赤外光のイメージャがシリコ

ンベースで実現されれば，可視光のイメージャと

統合でき，幅広い波長域を同時にイメージングで

きると考えられる．菅ら[1]はシリコン基板上にサ

ブミクロンの柱のアレイを作製し，金の膜で覆う

ことで，高い光吸収率をもち，金-シリコン界面

のショットキー障壁で光を電流に変換する赤外

ディテクタを作製した．しかし，励起された電子

は金膜内を通過する必要があり，その際のロスを

防ぐことで感度向上が期待できる．シリコンは赤

外光を透過するため，裏面からの入射により金属

/シリコン界面で電子を励起できると考えられる

が，そのためには基板内に柱状の構造を作る必要

がある．そこで，穴構造のアレイを作製し，超臨

界流体薄膜堆積法(SCFD)[2]を利用して，穴の内部

まで均一に金属で覆われたデバイスを実現した． 

2．デバイスの作製と実験 

 Fig. 1 にデバイスの概略図と写真を示す．まず

n 型シリコンウェハ上に電子線直描および DRIE

により直径 250 nm, 深さ 500 nmの穴を 2 μm間

隔であけ，SCFDにより 95 nm厚の銅を成膜した．

また真空蒸着により，アルミニウムの電極を作製

した．シリコンと銅はショットキー接合を形成し，

整流作用を示した．このデバイスにシリコン側か

ら赤外線レーザを照射し，ショットキー接合逆方

向のバイアス電圧 V=1.5 V の下で電流の増加を

計測した．デバイスの評価は，入射強度あたりの

電流量で行った．また，SCFD の性能を確認する

ために，比較として金蒸着で金属膜を作製したデ

バイスを用意した．その結果を Fig. 2に示す．穴

ありのデバイスでは穴無しのものと比べ，λ=1.6

～1.7 μmにおいて 2 倍以上の感度を示した．一方，

金の蒸着で作製したデバイスでは，穴の有無で感

度にほとんど差がなかった．蒸着では穴の内部ま

で均一に成膜できなかったためと考えられる． 

3．結論 

 サブミクロンスケールの穴をもち，SCFD によ

り銅を成膜したシリコンウェハは，穴無しに比べ，

近赤外領域で最大 2倍以上の感度上昇を示した． 
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